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１． 緒言 有機EL素子の作製のためのキー要素の一つは，

電子注入性が高くかつ安定な透明陰極の材料選択と作

製技術である.これまでにアルカリ金属やアルカリ土類

金属またはアルカリメタルドープ層など様々なアプロ

ーチが行われているが，一般に電子注入性の高さと（酸

化に対する）安定性は相反する事象であり，未だに素

子の不安定さの一因になっている．さらに，透明有機

EL 素子を実現する場合，透明な陰極を用意する必要が

あるが，透明で導電性を有する材料自体は ITO を代表

とする特殊な材料（縮退半導体）であるため材料選択

枝が少ないこともあり，上述のような嫌気性のバッフ

ァ層を使う必要があった. 酸化物バッファ層からの電

子注入の報告はいくつかなされており[1]，（キャリアを

伝導帯に入れるのには困難が伴うが）酸化物の伝導体

の位置が OLED の LUMO の位置に整合する点からも興

味が払われていた[2]．最近になって，これらの検証が

進みつつあり期待が持たれている[3]．本研究では，こ

れら酸化物電子注入バッファ層を陰極に用いた素子の

作製を行った．さらに，陽極には Ag 薄膜（約 10nm）

を MoO3で挟んだ，多層透明導電膜（MAM）を用いた，

逆積み積層素子（i-TOLED）を作製した.これらによっ

て，複合酸化物（アルカリ金属レス）バッファ層を用

いさらに，スパッタ法を用いず真空蒸着だけで，透明

有機 EL 素子が作製可能なことを示した．  
２． 実 験 ビス（2,4－ペンタンジオナト）亜鉛とジルコ

ニウム(IV) アセチルアセトナートを 1:3 のモル比で混

合しエタノールを溶媒として混合溶液とした．この溶

液をスプレーCVD 法を用いてホットプレートで加熱し

た市販 ITO基板に 0～30回噴霧した．この電極上にBCP，
Alq3（と DCJTB），NPB,を真空蒸着法によって成膜した．

さらにその上に MoO3／Ag／MoO3（MAM）多層透明導

電膜を真空蒸着で成膜し陽極を設け i-TOLED を作製し

た．素子の構造概略図を図 1 に示す． 
 基板ならびに素子の光透過率ならびに素子の輝度-電
圧特性等を測定した． 

 

３．結果 複合酸化物陰極バッファ層をスプレー法で設

けた ITO 基板の光透過スペクトルの噴霧回数による変

化を図 2 に示す. 可視領域には噴霧回数依存性がほと

んどないが，赤外領域では 5 回付近で一度大きくなり

その後，ほぼ重なったスペクトルとなった． 

 

 
図 2 に示した i-TOLED の素子全体の平均可視光透過

率は素子全体で緑（Alq3）素子の場合 65.2%，赤発光

（Alq3+DCJTB）素子の場合 58.7%であった．これらの

素子の Top 側，Bottom 側の光輝度－電圧特性を図 3 に

示す． 

 
 
これらより，複合酸化物バッファ層と金属・誘電体

多層導電膜を用いることにより，アルカリ金属ならび

にスパッタプロセスを用いずに透明有機 EL 素子が作

製可能なことを示した． 
 
 
 

Fig.1  i-TOLED の素子構造 

Fig.2  ITO 基板上に複合金属酸化物を 
噴霧した場合の光透過スペクトル
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Fig.3  i-TOLED の輝度－電圧特性 
Inset: 電流－電圧特性 
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